BDY89

Typ tranzystora: tranzystor
krzemowy

Firma: SIEMENS

Wykonanie: dwa tranzystory
krzemowe dyfuzyjne n-p-n
$redniej mocy w jednej obu-
dowie 9A4 (SOT-9) z 4 wy-
prowadzeniami, kolektor po-
laczony elektrycznie z obu-
dowa, ci¢zar okoto 9 G

Zastosowanie: stopnie kon-
cowe m.cz. i przelaczajace
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Rys. 1-441. BDY89

Warto$ci charakterystyczne!’

D tease = 25°C
2) RBy E; < 150 Q,
3 tease = 45°C

Uy E; <04V

min typ max

Icpio 0,5 | mA | przy Ucg,= 60 V
Icero 50 | mA | przy Ucg = 60 V, Rp,g, = 150 Q,

Upig, <-+0,4V, t,,, =150°C
U(BR)CE20 60 A% przy Io = 200 mA, pomiar impulsem

t, =200 yus, V= 1Y%
UsRr)E1B10 7 v przy Ig, = Iz, = 2 mA
Ur)E2 B2 0 7 V| przy Ig, = Ip, = 2 mA
Ucg, sar 1,8 v przy Ic =4 A, Iz, = 10 mA
UpiEs sar 2,5 v przy Ic = 4 mA, Iy, = 10 mA
hy1g 2000 przy Ic =05 A, Usg =2V

(hy1E» otwarte)
hy1g 500 2500 przy Ic =4 A, Ucg = 2 V, (hyig, otwarte)
hyig 200 przy Ic = 8 A, Ucg =4 V, hyq g, otwarte)
Uk, 2,3 \% przy Ic =4 A, Ucg=2 V
hy1e 1,5 przy I =03 A, Usg=2V, f=1 MHz

Wartosci graniczne

UCB1 max 60 v IC max 8 A
UCBz max 60 v IBl max 0,5 A
Ucrr(x) max 602 V| Protmax 33| W
UCEz 0 max 60 v tj max 200 °C
UE1 B1 0 max 7 v Rth J—c max 4,4 °C/W
UEszOmax 7 \% Tstg —65=++200 °C
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Rys. 1-442. Charakterystyka maksymalnej
mocy strat w zaleznosci od temperatury

obudowy
Iﬁ/ X s /{7'5[‘] w
4017480
2 N\ SNESN ]
. g "N 77
A N L \\ \\‘ }\‘?I__
50}{5’9 NN \\.]\ 300
1 =F(Ug,) \ \ I Naw
Lase=40°C. N\
\ N 35
n° NE N ol
T
|
Y
35
B0V89
w0’
1072
109 w’ U V] 102

Rys. 1-444. Dopuszczalny zakres pracy przy
Tcase = 45°C
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Rys. 1-443. Charakterystyka dopuszczalnej
obciazalnosci w zalezno$ci od czasu trwania

impulsu
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Rys. 1-445. Dopuszczalny zakres pracy przy
tease = 125°C
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Rys. 1-446. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc- Rys. 1-447. Charakterystyki wyjSciowe
nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-448. Zalezno$¢ pradu kolektora od Rys. 1-449. Zalezno$¢ pradu kolektora od
napiecia nasycenia kolektora napiecia pomigdzy baza pierwszego i emiterem

drugiego tranzystora



